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一种形成太阳能电池的电极的工艺

(57)摘要

本发明公开了一种形成太阳能电池的电极

的工艺。该工艺包括以下步骤：(1)在硅基体上采

用不含金属粉末的第一浆料印刷第一图形；(2)

对硅基体进行第一次热处理，以烘干所述第一浆

料；(3)在硅基体上采用含金属粉末的第二浆料

在所述第一图形上印刷第二图形，所述第二图形

的至少一部分与所述硅基体相接触；(4)对硅基

体进行第二次热处理，以烧结所述第二浆料，从

而形成太阳能电池的电极。该工艺通过配合不含

金属粉末的第一浆料和含金属粉末的第二浆料，

可以形成良好的欧姆接触，同时还能降低作为电

极的栅线与硅基体的接触面积。

权利要求书1页  说明书7页  附图4页

CN 112018194 B

2023.10.27

CN
 1
12
01
81
94
 B



1.一种形成太阳能电池的电极的工艺，包括以下步骤：

(1)在硅基体上采用不含金属粉末的第一浆料印刷第一图形；

(2)对硅基体进行第一次热处理，以烘干所述第一浆料，此时在硅基体的表面形成绝缘

层；

(3)在硅基体上采用含金属粉末的第二浆料在所述第一图形上印刷第二图形，所述第

二图形的至少一部分与所述硅基体相接触；

(4)对硅基体进行第二次热处理，以烧结所述第二浆料，从而形成太阳能电池的电极；

其中，以按用于第二浆料的100重量％计，金属粉末的含量为60重量％到95重量％。

2.根据权利要求1所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(1)中所述第

一浆料为不能与硅基体形成欧姆接触的浆料。

3.根据权利要求1或2所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(1)中所述

第一图形由间断栅线组成，或所述第一图形由带有镂空区域的栅线组成，或所述第一图形

由间断栅线和带有镂空区域的栅线组合而成。

4.根据权利要求3所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(2)中第一次

热处理时的温度范围为200～950℃，处理时间不少于10s。

5.根据权利要求4所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(3)中所述第

二浆料为能与硅基体形成欧姆接触的浆料。

6.根据权利要求5所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(3)中所述第

二图形由连续的栅线组成。

7.根据权利要求6所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(3)中所述第

二图形在步骤(1)中的第一图形的间断处或镂空区域与所述硅基体形成欧姆接触。

8.根据权利要求7所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(4)中第二次

热处理时的温度范围为500～950℃，处理时间不少于10s。

9.根据权利要求1所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(1)中所述第

一图形和步骤(3)中所述第二图形设于所述硅基体的正面和/或背面。

10.根据权利要求1所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(1)中所述第

一图形和步骤(3)中所述第二图形通过单次印刷或多次印刷制成。

11.根据权利要求3所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(2)中第一次

热处理时的温度范围为300～420℃，处理时间为1～3min。

12.根据权利要求7所述的形成太阳能电池的电极的工艺，其特征是：步骤(4)中第二次

热处理时的温度范围为700～950℃，处理时间为0.2～3min。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 112018194 B

2



一种形成太阳能电池的电极的工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及一种形成太阳能电池的电极的工艺。

背景技术

[0002] 形成晶体硅太阳能电池的电极的工序通常包括在太阳能电池的背面和/或正面印

刷含金属粉末(例如银粉末)的浆料，然后在烧结炉中经历快速的低温烘干和高温烧结，从

而形成良好的金属与半导体的欧姆接触。为了得到更高的转换效率，需要降低金属与半导

体的复合程度以提高开路电压(Voc)，具体而言，需要降低金属与半导体的接触面积。但是

降低金属与半导体的接触面积通常可以通过减小金属栅线的宽度来实现，然而这样会降低

金属栅线的横截面积进而导致金属栅线的电阻增高，从而导致太阳能电池片的填充因子

(Fill  factor，简称为FF)降低；同时，降低金属栅线与半导体的接触面积会增加金属栅线

破断的风险。为了保证金属栅线的连续性，有时通过两次印刷含金属粉末的浆料，然而这样

的工艺需要非常高的操作精度，以保证两次印刷的细金属栅线有较好的重合度。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题

[0004] 本发明的目的在于提供一种形成太阳能电池的电极的工艺，该工艺可以在不需要

非常高的操作精度的前提下，减小金属栅线与半导体的接触面积，并且降低或避免金属栅

线破断的风险。

[0005] 技术方案

[0006] 为了实现目的，本文提供以下技术方案。

[0007] 一种形成太阳能电池的电极的工艺，包括以下步骤：

[0008] (1)在硅基体上采用不含金属粉末的第一浆料印刷第一图形；

[0009] (2)对硅基体进行第一次热处理，以烘干所述第一浆料；

[0010] (3)在硅基体上采用含金属粉末的第二浆料在所述第一图形上印刷第二图形，所

述第二图形的至少一部分与所述硅基体相接触；

[0011] (4)对硅基体进行第二次热处理，以烧结所述第二浆料，从而形成太阳能电池的电

极。

[0012] 在上述太阳能电池片的电极金属化工艺中：

[0013] 步骤(1)中所述步骤(1)中所述第一浆料为不能与硅基体形成欧姆接触的浆料。

[0014] 优选的，所述第一浆料包括聚酰亚胺树脂、二氧化钛、1,3‑二甲基1‑2‑咪唑啉酮、

N‑环己基‑2‑吡咯烷酮和二乙二醇甲基丁基醚等，厂商包括但不限于日本TOK  IP‑1600、德

国汉高Henkel  3616等，此处仅为列举并不进行限定，其它具有类似绝缘和不导电功能的浆

料均可使用。

[0015] 优选的，步骤(1)中所述第一图形由间断栅线组成，或所述第一图形由带有镂空区

域的栅线组成，或所述第一图形由间断栅线和带有镂空区域的栅线组合而成。
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[0016] 优选的，步骤(2)中第一次热处理时的温度为200～950℃，进一步地，第一次热处

理时的温度为200～600℃，处理时间不少于10s，进一步地，处理时间为1～3min。

[0017] 步骤(3)中所述的第二浆料为能与硅基体形成欧姆接触的浆料。

[0018] 优选的，所述第二浆料为现在广泛应用的烧结接触型浆料，所含成分包括导电粉

末、烧穿接触型玻璃料、有机溶剂等，如杜邦的PVJ06，贺利氏的PV3N2等，此处仅为列举并不

进行限定，其它具有类似功能的浆料均可使用。

[0019] 步骤(3)中所述的第二图形由连续的栅线组成；第二图形由连续的栅线组成用来

传导电流。

[0020] 可选地，对于不必考虑正面遮光影响的背接触电池或普通电池的背面，印刷第二

图形的栅线宽度可以不再受到任何限制，可以通过印刷第二图形采取更宽的栅线来降低太

阳能电池片的串联电阻Rs，从而显著提高电池的转换效率。

[0021] 优选的，步骤(3)中所述的第二图形在步骤(1)中的第一图形的间断处或镂空区域

与所述电池片形成欧姆接触。

[0022] 优选的，步骤(4)中第二次热处理时的温度为500～950℃，进一步地，第二次热处

理时的温度为700～950℃，处理时间不少于10s，进一步地，处理时间为3～5min。

[0023] 可选地，步骤(1)中所述的第一图形和步骤(3)中所述的第二图形设于所述电池片

的正面和/或背面。

[0024] 即所述的第一图形和所述的第二图形可以同时设于电池片的正面，也可以同时设

于电池片的背面，或者分别设于电池片的正面和背面。

[0025] 优选的，步骤(1)中所述的第一图形和步骤(3)中所述的第二图形通过单次印刷或

多次印刷制成。

[0026] 即所述的第一图形可以通过单次印刷或多次印刷制成，所述的第二图形也可以通

过单次印刷或多次印刷制成。

[0027] 技术效果

[0028] 本发明具有如下优点：

[0029] (1)本发明工艺中采用不含金属粉末的第一浆料和含金属粉末的第二浆料配合而

形成电极，可以降低栅线接触面积的目的，由于不含金属粉末的第一浆料虽然与作为半导

体的硅基体例如硅片接触，但是属于非烧结型浆料，不会破坏下层钝化膜的钝化作用，降低

栅线接触面积指的是第二浆料与硅基体的接触面积；

[0030] (2)本发明通过采取两次热处理的太阳能电池片的电极金属化工艺，还可以在降

低接触面积的同时，维持线电阻不会升高，从而最终得到拥有高开路电压Voc和高填充因子

FF的高转换效率的太阳能电池。

附图说明

[0031] 图1为本发明实施例提供的形成太阳能电池的电极的工艺的流程图；

[0032] 图2是实施例1中的间断栅线的图形结构；

[0033] 图3是实施例2中的带有镂空区域的栅线的图形结构；

[0034] 图4是实施例1中第二图形通过第一图形的间断处以及实施例2中第二图形通过第

一图形的镂空区域处与硅片形成接触的结构示意图；
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[0035] 图5是实施例1‑2中将连续栅线的结构示意图；

[0036] 图6是实施例1中第一次热处理和第二次热处理的温度处理曲线图。

具体实施方式

[0037] 以下，详细地说明本发明的实施方式。

[0038] 请参见图1，图1为本发明实施例提供的形成太阳能电池的电极的工艺的流程图，

如图1所示，该形成太阳能电池的电极的工艺包括以下步骤：

[0039] (1)在硅基体上采用不含金属粉末的第一浆料印刷第一图形；

[0040] (2)对硅基体进行第一次热处理，以烘干所述第一浆料；

[0041] (3)在硅基体上采用含金属粉末的第二浆料在所述第一图形上印刷第二图形，所

述第二图形的至少一部分与所述硅基体相接触；

[0042] (4)对硅基体进行第二次热处理，以烧结第二浆料，从而形成太阳能电池的电极。

[0043] 在上述实施方式中，通过步骤(1)和步骤(2)，首先在硅基体上形成一层不包含金

属粉末的第一图形，然后通过步骤(3)中，以覆盖第一图形的方式，采用含金属粉末的第二

浆料印刷第二图形，由于第二图形的至少一部分与所述硅基体相接触，所以可以认为第二

图形的轮廓大于第一图形的轮廓，因此在烧结之后，第二图形的另一部分由于第一图形的

遮挡而不与硅基体欧姆接触，也降低了与硅基体的接触面积。因此可以在不降低第二图形

(例如第二图形即为多条副栅线)的电阻的前提下，降低与硅基体的接触面积，从而提高开

路电压。

[0044] 步骤(1)中，不含金属粉末的第一浆料为不能与硅基体形成欧姆接触的浆料。

[0045] 步骤(1)中，不含金属粉末是指不含银(Ag)、金(Au)、钯(Pd)、铂(Pt)、钌(Ru)、铑

(Rh)、锇(Os)、铱(Ir)、铼(Re)、钛(Ti)、铌(Nb)、钽(Ta)、铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、钼(Mo)、钒

(V)、锌(Zn)、镁(Mg)、钇(Y)、钴(Co)、锆(Zr)、铁(Fe)、钨(W)、锡(Sn)、铬(Cr)、锰(Mn)等金属

的粉末。

[0046] 对于第一浆料而言，只要其能够在被加热后固化附着在硅基体的表面即可，对于

具体内容并没有特别的限制。在一些实施方式中，第一浆料可以含有聚合物、有机溶剂等。

所述聚合物可以为聚酰亚胺树脂等耐高温的树脂，这样有利于第一浆料的耐热性，即在第

一次热处理之后耐高温的树脂不会发生分解反应或者极少发生分解反应。聚酰亚胺树脂可

以使用市售的产品。所述有机溶剂可以为可以溶解或者溶胀上述聚合物的溶剂，例如可以

为1,3‑二甲基1‑2‑咪唑啉酮、N‑环己基‑2‑吡咯烷酮和二乙二醇甲基丁基醚等。上述有机溶

剂可以使用市售的产品。对于第一浆料而言，其可以使用市售的产品，例如可以使用日本

TOK  IP‑1600、德国汉高Henkel  3616等。另外，在第一浆料中，还可以含有少量的玻璃料。

[0047] 对于步骤(1)中所印刷的第一图形而言，其可以为任意排布的间断栅线(如图2所

示)或带有镂空区域的线状图形(如图3所示)或其组合形状。

[0048] 步骤(2)中，第一次热处理的温度并没有特别的限制，只要能够实现第一浆料的烘

干而将第一浆料固定附着于硅基体的表面即可。第一次热处理的最高温度可以为200～950

℃，处理时间可以为10s以上。优选的，步骤(2)中第一次热处理时的温度为200～600℃，处

理时间为1～3min。对于第一次热处理的方式并没有也没有特别的限制，例如可以使用烘箱

加热、激光加热、辐射加热等方式。在一个实施方式中，可以使用烘箱加热。由于第一浆料中
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不含金属粉末，因此其在第一次热处理之后，在硅基体的表面形成绝缘层。本领域的技术人

员可以根据第一浆料的组分对第一次热处理的温度进行适应性调整，一般而言，第一次热

处理的温度需要为200℃以上。对于第一次热处理的最高温度而言，虽然没有特殊的限定，

但是最高温度优选为950℃以下。虽然950℃的温度已经高于耐热性聚合物的分解温度，但

是考虑到传热需要一定的时间，所以在温度较高时，可以减小第一次热处理的时间，例如可

以减小到10s以下，例如9s、8s、7s、6s、5s、4s、3s、2s、1s等。

[0049] 步骤(3)中含有金属粉末的第二浆料是能与硅片基体形成欧姆接触的浆料，优选

为银浆。步骤(3)中的金属粉末可以为选自由银(Ag)、金(Au)、钯(Pd)、铂(Pt)、钌(Ru)、铑

(Rh)、锇(Os)、铱(Ir)、铼(Re)、钛(Ti)、铌(Nb)、钽(Ta)、铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、钼(Mo)、钒

(V)、锌(Zn)、镁(Mg)、钇(Y)、钴(Co)、锆(Zr)、铁(Fe)、钨(W)、锡(Sn)、铬(Cr)、锰(Mn)等组成

的组中的至少一种金属的粉末，例如银粉末，也可以为银粉末与其他金属粉末的混合物，例

如银粉末与铝粉末的混合物、银粉末与铜粉末的混合物、铝粉末与铜粉末的混合物。

[0050] 步骤(3)中的上述金属粉末的粒度(particle  size)可为纳米级或微米级。举例来

说，上述金属粉末的粒度可为几十纳米到几百纳米或几微米到几十微米或几十纳米到几十

微米。在实施例中，上述金属粉末可为具有不同粒度的两种以上的银粉末的混合物。

[0051] 步骤(3)中的金属粉末可以具有球形、薄片形或非晶形的粒子形状。步骤(3)中的

金属粉末的中值粒径(D50)可为0.1微米到10微米，例如0.5微米到5微米，也可以为0.1微米

以下。平均粒径可在室温(20℃到25℃)下持续3分钟经由超声波处理将金属粉末分散于异

丙醇(isopropyl  alcohol；IPA)中之后，使用例如型号1064D(西莱斯有限公司(CILAS  Co.,

Ltd.))设备来测量。在这一平均粒径范围内，第二浆料可提供低接触电阻和低线路电阻。以

按用于第二浆料的100重量％计，金属粉末的含量可为60重量％到95重量％。在一个实施例

中，所述金属粉末的含量可为70重量％到90重量％。如果在此范围内，则保证具有较低电

阻。

[0052] 含金属粉末的第二浆料可以为现在广泛应用的烧结接触型浆料，在第二浆料中，

除了含有金属粉末之外，还可以含有烧穿接触型玻璃料、有机溶剂等，如杜邦的PVJ06，贺利

氏的PV3N2等，此处仅为列举并不进行限定，其它具有类似功能的浆料均可使用。

[0053] 步骤(3)中印刷的第二图形为连续栅线。连续栅线(即连续的电极)可以提供电流

的输出。

[0054] 步骤(4)中，第二次热处理的温度并没有特别的限制，只要能够实现第二浆料的烧

结而将第二浆料烧结至硅基体，并与硅基体形成欧姆接触即可。第二次热处理的最高温度

可以为500～950℃，处理时间可以为10s以上。优选的，步骤(4)中第二次热处理时的温度为

700～950℃，处理时间为3min以上，例如3～5min。对于第二次热处理的方式并没有也没有

特别的限制，例如可以使用烘箱加热、激光加热、辐射加热等方式。在一个实施方式中，可以

使用烘箱加热。由于第二浆料中含有金属粉末，因此其在第二次热处理之后，第二浆料中的

金属粉末与硅基体形成欧姆接触。本领域的技术人员可以根据第二浆料的组分对第二次热

处理的温度进行适应性调整，一般而言，第二次热处理的温度需要为500℃以上，因为需要

保证烧结而形成欧姆接触。对于第二次热处理的最高温度而言，虽然没有特殊的限定，但是

最高温度优选为950℃以下。因为最高温度过高时，需要消耗更多的能量。不过，如果从另外

降低第二次热处理时间的角度考虑，则还可以适当提高第二次热处理的温度。在第二次热
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处理的温度在950℃以上时，可以适当减少第二次热处理的时间，例如可以减少到10s以下，

例如9s、8s、7s、6s、5s、4s、3s、2s、1s等。

[0055] 在一个具体实施方式中，第二次热处理的作用是为了在第一图形的镂空之处将第

二浆料与硅基体形成接触，并烧结第二浆料，形成可导电途径。

[0056] 可选地，步骤(1)中的印刷第一图形可以是在片状硅基体的正面(片状硅基体也简

称为硅片)，硅片背面或者硅片正背面，可以是单次印刷也可以是多次印刷，即步骤(1)可以

重复多次，或者步骤(1)和步骤(2)同时重复多次。硅片正面一般是指硅片的受光面，其斜着

朝向上方。硅片背面是指与硅片正面相反的面。

[0057] 可选地，步骤(3)中的印刷第二图形可以是在硅片(硅基体)正面，硅片背面或者硅

片正背面，可以是单次印刷也可以是多次印刷。即步骤(3)可以重复多次。

[0058] 可选地，步骤(3)中的印刷第二图形在步骤(1)中的第一图形间断处或镂空处与硅

片形成接触(图4)。

[0059] 可选地，对于不必考虑正面遮光影响的背接触电池或普通电池的背面，印刷第二

图形的栅线宽度不再受到任何限制，可以通过印刷第二图形采取更宽的栅线来降低太阳能

电池片的串联电阻，从而显著提高电池的转换效率。

[0060] 本发明的方法可以用于形成太阳能电池的主栅线(主电极)，也可以用于形成太阳

能电池的副栅线(副电极)。优选用于形成太阳能电池的副栅线。

[0061] 实施例1

[0062] (1)选择尺寸为156 .75mm×156 .75mm的P型单晶硅基体，并利用浓度为15g/L的

NaOH溶液对P型单晶硅基体的正面做制绒处理，处理时间为20min，处理为温度80℃；该P型

单晶硅基体的电阻率为0.5～2Ω·cm，厚度为180μm；

[0063] (2)采用离子注入的方式对上述P型单晶硅的正面进行磷离子注入掺杂，磷离子注

入的剂量为6×1015/cm2；

[0064] (3)将步骤(2)处理后的P型单晶硅基体放置于退火炉中进行高温退火处理，退火

的峰值温度为900℃，退火时间为200min。退火后形成正面发射极；

[0065] (4)在步骤(3)处理后的P型单晶硅基体的正面使用等离子体增强化学气相沉积法

(Plasma  Enhanced  Chemical  Vapor  Deposition，也简称为PECVD)沉积SiNx膜，厚度为

80nm，用于正面的钝化和入射光的减反射，其中，进行PECVD的条件是：反应气体SiH4流量为

10sccm、NH3流量为50sccm，腔体气压为10Pa，温度为400℃，射频功率40W，反应时间3min。而

且，在P型单晶硅基体的背面使用PECVD依次沉积AlOx和SiNx膜，其中AlOx厚度为10nm，SiNx

的厚度为80nm，用于背面的钝化，其中，进行PECVD的条件是：反应气体SiH4流量为10sccm、

NH3流量为50sccm，腔体气压为10Pa，温度为400℃，射频功率40W，反应时间3min；

[0066] (5)在P型单晶硅基体的背面使用激光进行开槽并印刷铝浆，然后烘干，用于硅基

体的背面电流的导出；

[0067] (6)印刷第一图形

[0068] 使用常规图形印刷背面图形，使用不含金属粉末的第一浆料(在本实施例中使用

的第一浆料是德国汉高公司的Henkel  3616)印刷正面第一图形，第一图形使用如图2所示

的间断栅线，其中每一行间断栅线的宽度W21为65μm，相邻两行间断栅线的间距P21为2mm，

同一行间断栅线中每个栅线段的长度L22为200μm，同一行间断栅线中相邻两栅线段的间距
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P22为100μm；

[0069] (7)第一次热处理

[0070] 将来自于步骤(6)的片状硅基体放置于烘干箱中，在300～420℃的温度范围内保

持2.5分钟后，将片状硅基体从烘箱中取出；第一次热处理的温度曲线如图6所示。

[0071] (8)印刷第二图形

[0072] 使用含金属粉末的第二浆料(在本实施例中使用的第二浆料是杜邦公司的PVJ06)

进行第二次印刷，第二图形使用如图5所示的连续栅线，并且连续栅线覆盖第一次印刷第一

图形，烘干后每一行连续栅线的宽度W51为65μm，相邻两行连续栅线的间距P51为2mm；

[0073] 第二图形通过第一图形中的间断处与片状硅基体形成欧姆接触的结构示意图如

图4所示；

[0074] (9)第二次热处理

[0075] 将来自于步骤(8)的片状硅基体放置于烧结炉中，在700～800℃的温度范围内保

持34秒后，将片状硅基体从烘箱中取出，由此得到晶体硅太阳能电池；热处理的温度曲线如

图6所示。

[0076] 对由上述实施例1得到的太阳能电池的性能进行测试，并将测试结果示于下表1。

测试了432片太阳能电池。

[0077] 表1实施例1的太阳能电池的性能

[0078]

[0079] 实施例2

[0080] (1)选择尺寸为156 .75mm×156 .75mm的N型单晶硅基体，并利用浓度为15g/L的

NaOH溶液对N型单晶硅基体的正面做制绒处理，处理时间为20min，处理时间为80℃；该N型

单晶硅基体的电阻率为0.5～2Ω·cm，厚度为180μm；

[0081] (2)采用离子注入的方式对上述N型单晶硅的正面和背面分别进行硼离子注入掺

杂和磷离子注入掺杂，其中在正面进行硼离子注入，硼离子注入的剂量为1.0×1015/cm2；在

背面进行磷离子注入，磷离子注入的剂量为6×1015/cm2。

[0082] (3)将步骤(2)处理后的N型单晶硅基体放置入退火炉中进行高温退火处理，退火

的峰值温度为900℃，退火时间为200min。退火后形成正面发射极和背面背场；

[0083] (4)在步骤(3)处理后的N型晶硅基体的正面和背面分别使用PECVD的方法沉积一

层SiNx介质膜，厚度为80nm，用于正面和背面的钝化和正面入射光的减反射。进行PECVD的

条件是：反应气体SiH4流量为10sccm、NH3流量为50sccm，腔体气压为10Pa，温度为400℃，射

频功率40W，反应时间3min；

[0084] (5)印刷第一图形

[0085] 使用不含金属粉末的第一浆料(在本实施例中使用的第一浆料为德国汉高Henkel 

3616)印刷正面第一图形，第一图形使用如图3所示的带有镂空区域的线状图形，其中每一

行线状图形(栅线)的宽度W31为50μm，相邻两行线状图形的间距P31为2mm，同一行中每个镂

空区域P32的长度为80μm，同一行中相邻两镂空区域的间距L32为100μm，每一行线性图形
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(栅线)的长度L31为150mm。

[0086] (6)对于电池背面可以采取与步骤(5)相同的印刷工艺；

[0087] (7)第一次热处理

[0088] 将来自于步骤(6)的片状硅基体放置于烘干箱中，在300～420℃的温度范围内保

持2.5分钟后，将片状硅基体从烘箱中取出；被加热的温度曲线如图6所示；

[0089] (8)印刷第二图形

[0090] 使用含金属粉末的第二浆料(在本实施例中使用的第二浆料是贺利氏公司的

PV3N2)在电池正面进行第二次印刷，第二图形使用如图5所示的连续栅线，并且连续栅线覆

盖第一次印刷第一图形，烘干后每一行连续栅线的宽度W51为50μm，相邻两行连续栅线的间

距P51为2m；

[0091] (9)对于电池背面再次采取与步骤(8)相同的印刷工艺，其中含金属粉末的第二浆

料使用杜邦公司的接触型浆料PVJ06；

[0092] (10)第二次热处理

[0093] 将来自于步骤(9)的片状硅基体放置于烧结炉中，在700～800℃的温度范围内保

持34秒后，将片状硅基体从烘箱中取出；热处理的温度曲线如图6所示；

[0094] 对由上述实施例2得到的太阳能电池的性能进行测试，并将测试结果示于下表2。

测试了305片太阳能电池。

[0095] 表2本实施例太阳能电池片与常规金属化工艺电池片性能对比

[0096]
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图2
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图3

图4

说　明　书　附　图 3/4 页

12

CN 112018194 B

12



图5

图6
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